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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ

1.1 Цели освоения дисциплины - формирование компетенций в соответствии с учебным планом по направлению

11.04.04 в области электроники и наноэлектроники, дающие студентам общие представления о современных

достижениях в области роста широкозонных полупроводниковых материалов и их применения в различных

приборах, технологических проблем и современных подходов их решения.

2. МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок ОП: Б1.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Актуальные проблемы современной электроники и наноэлектроники

2.1.2 История и методология науки и техники в области электроники

2.1.3 Методы характеризации полупроводниковых материалов и структур

2.1.4 Перспективные технологии и материалы для поиска новых физических эффектов

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Оборудование для производства наногетероструктурных солнечных элементов

2.2.2 Основы надежности элементной базы электроники в условиях ионизирующего излучения космического

пространства

2.2.3 Основы предпринимательства

2.2.4 Перспективная фотовольтаика

2.2.5 Проектирование и технология электронной компонентной базы

2.2.6 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

2.2.7 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы

2.2.8 Радиационно-технологические процессы в электронике

2.2.9 Физика СВЧ полупроводниковых приборов

2.2.10 Электронные и оптические свойства широкозонных соединений А2В6

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ФОРМИРУЕМЫМИ

КОМПЕТЕНЦИЯМИ

ПК-1: Способность разрабатывать технологические процессы и внедрение их в производство

Знать:

ПК-1-З1 Передовой отечественный и зарубежный научный опыт в профессиональной сфере роста объемных кристаллов и

эпитаксиальных слоев широкозонных полупроводников

ПК-4: Способность анализировать и выбирать перспективные материалы, технологические процессы и

оборудование производства изделий микроэлектроники

Знать:

ПК-4-З1 Особенности оборудования, предназначенного для проведения экспериментальных исследований широкозонных

полупроводников

ОПК-1: Способен представлять современную научную картину мира, выявлять естественнонаучную сущность

проблем, определять пути их решения и оценивать эффективность сделанного выбора, применять в

профессиональной деятельности глубокие знания фундаментальных наук, знания в междисциплинарных областях

Знать:

ОПК-1-З1 Актуальные российские и зарубежные источники информации в сфере профессиональной деятельности

ПК-4: Способность анализировать и выбирать перспективные материалы, технологические процессы и

оборудование производства изделий микроэлектроники

Уметь:

ПК-4-У1 Спланировать эксперименты по выявлению роли дефектов с глубокими уровнями в поведении полевых

транзисторов и светодиодов на основе широкозонных полупроводников (нитридов третьей группы)

ПК-4-У2 Определение основных рабочих характеристик полупроводникового прибора

ПК-1: Способность разрабатывать технологические процессы и внедрение их в производство

Уметь:

ПК-1-У1 Решать профессиональные задач в области конструирования многокаскадных гетероструктурных фото-

преобразователей на основе широкозонных полупроводников
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ОПК-5: Способен демонстрировать практические навыки для решения сложных задач, выполнения сложного

проектирования, а также проведения комплексных исследований, знание экономических, организационных и

управленческих вопросов, таких как: управление проектами, рисками и изменениями

Уметь:

ОПК-5-У2 Применять методики поиска, сбора и обработки информации

ОПК-5-У1 Осуществлять критический анализ и синтез информации, полученной из различных источников

ПК-4: Способность анализировать и выбирать перспективные материалы, технологические процессы и

оборудование производства изделий микроэлектроники

Владеть:

ПК-4-В1 Способностью интерпретации результатов экспериментов по исследованию спектров глубоких уровней в полевых

транзисторах и светодиодах на основе широкозонных полупроводников (нитридов третьей группы)

ОПК-1: Способен представлять современную научную картину мира, выявлять естественнонаучную сущность

проблем, определять пути их решения и оценивать эффективность сделанного выбора, применять в

профессиональной деятельности глубокие знания фундаментальных наук, знания в междисциплинарных областях

Владеть:

ОПК-1-В1 Навыками сбора и анализа исходных данных для предложения новых подходов решения профессиональных

задач

ПК-1: Способность разрабатывать технологические процессы и внедрение их в производство

Владеть:

ПК-1-В1 Пониманием основных технологических процессов роста полупроводниковых структур


